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Постановка задачі, аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Методи діагностики процесів, що враховують специфіку об'єктів на-
нометровій геометрії, є невід'ємною частиною нанотехнологій. У зв'язку 

з цим представляється вкрай важливим отримання інформації про нано-

рельєф і локальних фізико-хімічних властивостях нанооб'єктів з точністю 

аж до атомного рівня. Одним з найбільш сучасних методів, що дозволя-
ють виконувати подібні вимірювання, є скануюча зондова мікроскопія 

(СЗМ), яка включає, зокрема, скануючу тунельну мікроскопію і спектро-

скопію. Незважаючи на те, що методи СЗМ інтенсивно розвиваються в 
останні роки, багато можливості цих методів досі розкриті не повністю. 

Мета досліджень. Аналіз можливості створення еталонних мір на 

основі поверхневих структур, за допомогою яких можливо здійснити ко-
лібровку широкого спектру приладів зондової мікроскопії 

Основні матеріали досліджень. Упорядковані плівки фулеренів 

відносяться до поверхневих структур, що застосовуються в електронній 

міероскопії. Кристалографічний порядок в плівці фулерена визначається 
балансом внутрішньомолекулярної взаємодії і взаємодії між фулереном і 

підкложкою. Як правило, взаємодія між поверхнею напівпровідника і 

адсорбованою молекулою фулерену значно сильніше через високу кон-
центрацію обірваних зв'язків поблизу поверхні і може мати значний 

вплив на морфологію тонких кристалічних плівок. У разі використання 

металевих підложок електронна взаємодія призводить до перемішування 

електронних станів підложки з нижчими незаповненими молекулярними 
орбиталями фулеренів і тим самим до зміни електронної структури мо-

ношару фулерена, а це, в свою чергу, призведе до впорядкування поверх-

невої структури. 
Висновки. Такі структури мають високу впорядкованістю і стабіль-

ністю геометричних параметрів і можуть бути використані для створення 

еталонних мір в діапазоні від сотні одиниць до десятих часток нанометра.  
 


